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RECENZJA
osiggni¢é naukowych dra inz. Adama Szyszki
w zwiazku z postepowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych

w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Podstawg prawng wykonania recenzji jest uchwata Rady Dyscypliny Naukowej
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Wroctawskiej z dn. 27 wrzesnia
2021 r. oraz postanowienie Rady Doskonatosci Naukowej z dnia 28 czerwca 2021 r.
powotujgce recenzentow w postepowaniu habilitacyjnym dra inz. Adama Szyszki.

Recenzja zostala opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy ,,Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce” okreslonymi w Dz. U. 2021 poz. 478 z dnia | marca 2021 r.

Postgpowanie habilitacyjne jest prowadzone w Politechnice Wroctawskiej. Recenzje
sporzadzono w oparciu dokumentacje¢ przedfozong przez Habilitanta w dniu 29 marca 2021
roku. Glowna cze$¢ dokumentacji, tj. autoreferat, zostata przygotowana poprawnie

merytorycznie. Drobne usterki jezykowe nie rzutujg na koncowg oceng dorobku Habilitanta.

1. Sylwetka Kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego

Drinz. Adam Szyszka ukonczyt studia magisterskie na Wydziale Elektroniki w Politechnice
Wroctawskiej w 2003 r. W roku 2008 Rada Naukowa Wydziatu Elektroniki Mikrosystemow
i Fotoniki Politechniki Wroctawskiej nadata dr. Adamowi Szyszce stopien naukowy doktora
nauk technicznych na podstawie przedtozonej rozprawy doktorskiej zatytufowanej ,.Badania
wplywu blokowej struktury heteroepitaksjalnych warstw azotkéw na dzialanie detektorow

MSM”.



Kandydat do stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych,
po uzyskaniu stopnia doktora w 2008 r., pracuje w Politechnice Wroctawskiej, poczatkowo na
stanowisku asystenta, a poczawszy od 2010 r. jako adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale
Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki. Na podstawie przedtozonej dokumentacji mozna
stwierdzié, ze tematyka badawcza uprawiana przez dra inz. Adama Szyszki dotyczy szeroko
rozumianej technologii mikroelektronicznej, a w szczegélnodci metod pomiaru wiasciwosci
elektrycznych, optycznych i mechanicznych wielowarstwowych struktur
potprzewodnikowych. Dziedzina badawcza, jaka zajmuje si¢ Habilitant, jest aktualna, o czym
$wiadczg wyniki badan i publikacje autoréw z wielu renomowanych osrodkéw naukowych na
$wiecie. Bez watpienia tematyka ta miesci sie w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika

i elektrotechnika.

2. Ocena osiagniccia naukowego

Dr inz. Adam Szyszka przedstawit cykl 10. powigzanych tematycznie publikacji [h1-h10],
ktére znajdujg si¢ na liscie czasopism ze wspétezynnikiem wptywu IF (ang. Impact Factor)
oraz sformutowal osiagniecie naukowe pt. ,,Zastosowanie mikroskopii ze skanujgcg sondg

do charakteryzacji i diagnostyki struktur pélprzewodnikowych zlozonych”:

[h1] Optica Aplicata (2011) IF2010 = 0,673,

[h2] Material Science-Poland (2016) IF2019 = 0,911,

[h3] Cystal Research and Technology (2017) IF2019 = 1,169,

[h4] Applied Physics Letters (2014) IF2019 = 3,507,

[h5] Material Science-Poland (2013) IF2019 = 0,911,

[h6] Material Science in Semiconductor Processing (2019) IF2019 = 3,085,
[h7] Journal of Electrical Engineering (2009) IF2019 = 0,686,

[h8] Central European Journal of Physics (2011) IF2019 = 0,963,

[h9] Ultramicroscopy (2016) IF2019 = 2,452,

[h10] Applied Surface Science (2021) IF2019 = 6,182.

Na podkreslenie zastuguje fakt, ze w 9/10 prac potwierdzajacych osiagniecie naukowe,
dr inz. Adam Szyszka jest pierwszym autorem z udzialem na poziomie 65-80%. Udziat
merytoryczny zostat potwierdzony podpisami wspotautordow. W  wigkszosci prac

potwierdzajgcych osiggniecie naukowe wklad merytoryczny polegal na przygotowaniu



i przeprowadzeniu eksperymentow. W pracach [h5], [h7], [h9] i [h10] Habilitant zaproponowat
metodyke badan z zastosowaniem mikroskopii z sondg skanujacg. Podczas realizacji niektérych
badan dr inz. Adam Szyszka stosowal modelowanie i symulacje komputerowe wybranych
proceséw elektrycznych w potprzewodnikach [h3], a czasie przygotowania materiatu
do publikacji [h10] opracowal stanowisko badawcze. Ponadto, podczas wykonywania badan
i przygotowania publikacji [h9] i [h10], Kandydat opracowal autorskie oprogramowanie w
$rodowisku Matlab i LabView do prowadzenia pomiardw i analizy wynikéw. Waznym
osiggnigciem Habilitanta jest wspotautorska praca [h4] opublikowana z partnerami z osrodka
naukowego w Niemczech - Leibniz-Institut fur Innovative Mikroelektronik IHP GmbH.

Dziatalno$¢ naukows Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych mozna
podzieli¢ na trzy gtdwne bloki tematyczne. Podzial wynika z zastosowania mikroskopii z sonda
skanujgcg do pomiaru lokalnych wartosci rezystancji, pojemnosci i potencjatu.

Kilka przedstawionych osiggni¢¢ naukowych Habilitanta uwazam za wazne dla rozwoju
wspdtczesnej mikroelektroniki. Takimi sg, moim zdaniem, badania wlasciwosci elektrycznych
wielowarstwowych  heterostruktur — potprzewodnikowych  AlGaN/GaN/Si  wspomagane
wzbudzeniem optycznym metodami skanujgcej mikroskopii pojemnosciowej, rezystancji
rozproszonej i potencjalu powierzchniowego. Obecnie waznym dla rozwoju wspolczesnej
mikroelektroniki sg badania struktur z warstwami GaN, w ktérych generowany jest gaz
elektronowy. Jest to aktualna tematyka badawcza rozwijana w wielu osrodkach naukowych
i produkcyjnych na $wiecie. Badania prowadzone przez Kandydata do stopnia doktora
habilitowanego majg praktyczny charakter i moga przyczynic si¢ do opracowania technologii
mikrofalowych przyrzadéw mocy i sensorow optycznych pracujgcych w pasmie UV.
Na podkreslenie zastuguje fakt, ze badania zwigzane z pomiarami ostrzowymi wielkosci
elektrycznych przy jednoczesnym o$wietleniu badanej probki zostaly podsumowane publikacja
[h10] w czasopismie z IF = 6,128, a Habilitant jest pierwszym Autorem z dominujgcym
wkiadem merytorycznym. Wyniki badan przedstawionych przez Habilitanta stanowig istotny
wktad do mikroelektroniki wspotczesnych przyrzadow poltprzewodnikowych, a szerzej
do dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Lektura autoreferatu i zatgczonych publikacji Habilitanta prowadzi do sfomutowania kilku
uwag. Po pierwsze, dorobek naukowy i publikacje przedstawione do oceny przez Habilitanta majg
w dominujgcej czesei charakter eksperymentalny i dotyczg zastosowania mikroskopii z sondg
skanujaca w badaniach wielowarstwowych struktur pétprzewodnikowych. W wielu przypadkach
przy formulowaniu wnioskéw z badan Autor postuguje si¢ trybem przypuszczajgcym,

przedstawiajgc czasem dwa lub wigcej alternatywnych hipotez w celu wyjasnienia omawianego



problemu. Wydaje sie, ze szersze wigczenie do badan analizy teoretycznej i symulacji
komputerowych, mogloby doprowadzi¢ do bardziej uogdlniajacych wnioskéw. Po drugie, badania
i publikacje Kandydata maja charakter metrologiczny zwigzany z pomiarem wielkosci
elektrycznych, optycznych i mechanicznych w strukturach pélprzewodnikowych, takich jak
ruchliwo$é nosnikow, napiecie powierzchniowe i prad, rezystancja oraz chropowatosé. W takich
przypadkach warto wzbogaci¢ badania o analize blgdow i niepewnosci, co z pewnoscig
uwiarygodnitoby otrzymane wyniki oraz umozliwitoby przedstawienie bardziej ogdlnych
wnioskow.

Podsumowujac ocene osiggniecia naukowego dra inz. Adama Szyszki mozna stwierdzi¢, ze
Autor przedstawit spdjny cykl 10 publikacji, ktére w wystarczajagcy sposob potwierdzajg
osiggniecie naukowe 1 stanowig istotny wklad do dyscypliny automatyka, elektronika
i elektrotechnika w zakresie badafn wielowarstwowych struktur mikroelektronicznych, w tym
gléwnie z warstwami GaN. Habilitant przestawil szczegdlne umiejetnosci do prowadzenia
trudnych, czasochtonnych i wymagajacych duzej precyzji eksperymentéw mikroelektronicznych.
W wybranych przypadkach Kandydat do stopnia doktora habilitowanego zastosowal modelowanie
i symulacje komputerowe, co jest niezbedne przy formulowaniu uogdlniajacych wnioskow

naukowych.

3. Ocena aktywnosci naukowej po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych

Na podstawie analizy dorobku naukowego Kandydata mozna stwierdzi¢, ze jego aktywnos¢
naukowa jest adekwatna do sformufowania wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego
nauk inzynieryjno-technicznych. Oprdcz 10. publikacji dotyczacych osiagnigcia naukowego,
dr inz. Adam Szyszka jest autorem i wspotautorem 47. prac, w tym 14. z listy JCR, ktore
dotyczg dziatalnoéci naukowej po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Laczna liczba
cytowan na dzien ztozenia wniosku (29 marca 2021 r.) wynosi 208 wraz z 52. autocytowaniami.
Indeks Hirscha deklarowany przez Kandydata w marcu 2021 r. wynosit 7 wg bazy Web
of Science. Laczna liczba prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR po uzyskaniu
stopnia doktora wynosi 24, sumaryczny wskaznik IF ma warto$¢ ponad 63, a liczba punktow
MEIN wynosi 2270. Dr inz. Adam Szyszka jest wspdtautorem jednego przyznanego patentu
krajowego, w ktérym zastrzezono konstrukcje i sposob wytwarzania czujnika gazéw.
Wskazniki bibliometryczne Habilitanta sa na poziomie ponad przecigtnym, jakie stawia si¢
kandydatom ubiegajgcym si¢ o stopien doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-

technicznych.



Nalezy szczegdlnie podkredli¢ aktywny udzial dra inz. Adama Szyszki w projektach
badawczych z zakresu technologii mikroelektronicznej w charakterze wykonawcy i kierownika
zadania. Wsrdd 10. ukonczonych projektow wspoélrealizowanych w latach 2009-2020, dwa
projekty byly finansowane przez NCN, jeden przez NCBIiR oraz dwa wykonane w ramach
Programu Badan Stosowanych. Obecnie Habilitant jest wykonawcg w dwodch projektach
dotyczacych technologii mikroelektronicznych finansowanych przez NCBIR.

Warto zwrocié uwage, ze Habilitant uzyskal stypendium w programie Marie-Curie Research
Grant 1 uczestniczyl w realizacji projektu badawczego w 7. Programie Ramowym Unii
Europejskiej w Leibniz-Institut fur Innovative Mikroelektronik IHP GmbH. Dr inz. Adam Szyszka
pracowal w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Visiting Researcher w wymiarze 2
etatu przez okres ponad roku w latach 2012-2013. Badania dotyczyly struktur GaN na podlozach
krzemowych do zastosowan w fotodetektorach UV. Duzym osiggnigciem Habilitanta i wymiernym
efektem pobytu w zagranicznym osrodku badawczym byly 4 publikacje, w tym jedna zaliczona do
cyklu 10. prac potwierdzajgcych osiggniecie naukowe. We wszystkich pracach dr inz. A. Szyszka
byl pierwszym autorem.

Kolejnym elementem zagranicznej wspolpracy naukowej byt staz w  Institut des
Nanotechnologies de Lyon w okresie 01.09.2011-30.09.2011. Rezultatem stazu we Francji byla
publikacja konferencyjna. Mozna zdecydowanie stwierdzi¢, ze Habilitant wykazat istotng
aktywno$¢é naukowsg realizowang wspdlnie z zespotami badawczymi w innych instytucjach
naukowych, w tym przypadku w zagranicznych.

Waznym aspektem dziatalnosci naukowej kandydata do stopnia doktora habilitowanego jest
cztonkostwo w gremiach naukowych krajowych i zagranicznych oraz udzialt w recenzowaniu
prac naukowych i projektow badawczych. W omawianym zakresie Habilitant legitymuje sig
18. recenzjami artykutow dla wydawnictw czasopism naukowych o zasiggu swiatowym oraz
32. recenzjami wnioskéw o stypendia indywidualne w ramach programu Horyzont 2020 Marie
Sklodowska-Curie European Fellowships H2020-MSCA-IF.

Reasumujgc ocene dorobku naukowego dra inz. Adama Szyszki i wktadu do dyscypliny
automatyka, elektronika i elektrotechnika mozna stwierdzié, ze dorobek ten jest wystarczajacy
do ubiegania si¢ o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego wg obowigzujgcych
przepiséw. Habilitant znacznie powigkszyl swoj dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia
doktora nauk technicznych, posiada wiedz¢ teoretyczna i umiejetnosci praktyczne do
samodzielnego prowadzenia badan naukowych w obszarze mikroelektroniki, a osiggnigcie

naukowe Habilitanta zostato potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR.



4. Dorobek w zakresie dzialalno$ci dydaktycznej, organizacyjnej

i popularyzatorskiej

Dr inz. Adam Szyszka jest aktywnym nauczycielem akademickim. W okresie po uzyskaniu
stopnia doktora nauk technicznych, czyli po 2008 r., Habilitant byt opiekunem 33. studentow
realizujacych prace inzynierskie i magisterskie. W tym czasie takze opracowat 10 nowych
wyktadéw, laboratoriéw oraz zaje¢ projektowych i é¢wiczeniowych. Pracowal w komisjach
dydaktycznych i uczestniczyt w kursach podnoszacych kwalifikacje dydaktyczne.

Habilitant wspotorganizowal 5 konferencji naukowo-technicznych. Wielokrotnie
organizowal zajecia i pokazy dla uczniéw szkét srednich. Trzykrotnie prowadzit warsztaty
w ramach Dni Otwartych na Wydziale Techniczno-Inzynieryjnym Politechniki Wroctawskie;
w latach 2018, 2019 i 2020. Czterokrotnie czynnie uczestniczyl i wspolorganizowal wydarzenia
w ramach Dolnoslaskiego Festiwalu Nauki w latach 2014, 2018, 2019 i 2020. Jest opiekunem Kilku
laboratoriéw naukowych oraz jest czlonkiem Zespotlu Promocji Wydziatu Elektroniki

Mikrosystemow i Fotoniki w Politechnice Wroctawskiej.

5.  'Wnhniosek koncowy

Na podstawie szczegdlowej analizy dorobku naukowego dra inz. Adama Szyszki mozna
stwierdzié, ze przedlozony do oceny cykl publikacji dotyczacy osiggnigcia naukowego
pt. ,,Zastosowanie mikroskopii ze skanujaca sonda do charakteryzacji i diagnostyki
struktur poélprzewodnikowych zlozonych”, jest merytorycznie spojny i potwierdza

osiggni¢cie naukowe Habilitanta.

Biorgc pod uwagg osiggnigcie naukowe, wskazniki bibliometryczne:

e indeks Hirscha=7 wg bazy Web of Science,
e sumaryczny indeks wptywu (IF) = 63,603
e liczbe punktéw MEIN = 2270,

e oraz liczbg cytowan 156 (bez autocytowan)

oraz dorobek naukowy Habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, ktéry

obejmuje m.in.:



e 24 publikacje z listy JCR,

e udzial w 12. projektach badawczych w charakterze wykonawcy,

e prowadzenie badan w zagranicznych instytucjach naukowych (Institut fur Innovative
Mikroelektronik IHP GmbH oraz Institut des Nanotechnologies de Lyon),

e recenzowanie 18. prac dla wydawnictw czasopism naukowych o zasiggu
Swiatowym,

e recenzowanic 32. wnioskéw o stypendia indywidualne w ramach programu Horyzont
2020 Marie Skiodowska-Curie European Fellowships H2020-MSCA-IF,

e wspotautorstwo patentu krajowego,

mozna stwierdzi¢, ze Habilitant spelnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych sformutowane w ustawie ,,Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce” (Dz. U. 2021 poz. 478 z dnia | marca 2021 r.).

Popieram wniosek o nadanie dr. inz. Adamowo Szyszce stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka,

elektronika i elektrotechnika.
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